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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成27年3月5日(2015.3.5)

【公表番号】特表2013-546169(P2013-546169A)
【公表日】平成25年12月26日(2013.12.26)
【年通号数】公開・登録公報2013-069
【出願番号】特願2013-532837(P2013-532837)
【国際特許分類】
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   Ｈ０１Ｌ  21/205    (2006.01)
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   Ｃ２３Ｃ  16/42     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/8247   (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  27/115    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/788    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  29/792    (2006.01)
   Ｈ０５Ｈ   1/46     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ   21/31     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   21/205    　　　　
   Ｈ０１Ｌ   21/316    　　　Ｘ
   Ｈ０１Ｌ   21/318    　　　Ｂ
   Ｈ０１Ｌ   21/316    　　　Ｍ
   Ｈ０１Ｌ   21/318    　　　Ｍ
   Ｃ２３Ｃ   16/42     　　　　
   Ｈ０１Ｌ   27/10     ４３４　
   Ｈ０１Ｌ   29/78     ３７１　
   Ｈ０５Ｈ    1/46     　　　Ｍ

【手続補正書】
【提出日】平成27年1月13日(2015.1.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）ＰＥＣＶＤチャンバ内に基板を配置するステップと、
　（ｂ）第１のプロセスガスを第１のプラズマに活性化するステップと、
　（ｃ）前記第１のプラズマから前記基板上に第１の方向に第１の応力を有する第１の材
料の層を堆積するステップと、
　（ｄ）前記ＰＥＣＶＤチャンバをプラズマパージし、前記プラズマパージによって堆積
のために調整されるように前記第１の材料の表面を暴露するステップと、
　（ｅ）前記ＰＥＣＶＤチャンバをガスパージして全てのガス汚染物質を除去するステッ
プと、
　（ｆ）第２のプロセスガスを第２のプラズマに活性化するステップと、
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　（ｇ）前記第２のプラズマから前記基板上に、前記第１の方向と逆の第２の方向に第２
の応力を有する第２の材料の層を堆積するステップと、
　（ｈ）前記ＰＥＣＶＤチャンバをプラズマパージし、前記プラズマパージによって堆積
のために調整されるように前記第２の材料の表面を暴露するステップと、
　（ｉ）前記ＰＥＣＶＤチャンバをガスパージしてガス汚染物質を除去するステップと、
　（ｊ）ステップ（ｂ）～（ｉ）全体を通して前記ＰＥＣＶＤチャンバ内の真空を保持す
るステップと、
　（ｋ）前記基板上に所定の数の前記第１の材料の層及び前記第２の材料の層が堆積され
、且つ前記基板の上面が平滑となるまで、ステップ（ｂ）～（ｊ）を繰り返すステップと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記第１の材料の層の前記所定の数は８以上であり、前記第２の材料の層の前記所定の
数は８以上である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ＰＥＣＶＤチャンバの前記ガスパージは、ＮＨ３、Ｎ２及びＮ２Ｏ、それらの混合
物からなるガスのグループから選択されたパージガスに前記ＰＥＣＶＤチャンバの一部を
暴露することを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第１の材料はシリコンであり、前記第１のプロセスガスがシリコン含有分子を含む
、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の材料は酸化シリコンであり、前記第１のプロセスガスはシリコン含有分子及
び酸素含有分子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の材料は窒化シリコンであり、前記第１のプロセスガスはシリコン含有分子及
び窒素含有分子を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　ステップ（ｃ）とステップ（ｄ）との間に前記窒化シリコンの表面処理のために、第３
のプロセスガスを第３のプラズマに活性化するステップを更に含む、請求項６に記載の方
法。
【請求項８】
　前記第３のプロセスガスはＮＨ３及びＮ２を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　（ａ）真空状態にあるＰＥＣＶＤチャンバ内に基板を配置するステップと、
　（ｂ）第１のプロセスガスを第１のプラズマに活性化するステップと、
　（ｃ）前記第１のプラズマから前記基板上に第１の方向に第１の応力を有する第１の材
料の層を堆積するステップと、
　（ｄ）プラズマパージして前記ＰＥＣＶＤチャンバを洗浄し、堆積のために調整される
ように前記第１の材料の表面を暴露するステップと、
　（ｅ）前記ＰＥＣＶＤチャンバをガスパージしてガス汚染物質を除去するステップと、
　（ｆ）第２のプロセスガスを第２のプラズマに活性化するステップと、
　（ｇ）前記基板上に、前記第１の材料の前記第１の方向の前記第１の応力と大きさが概
ね等しく、かつ方向が逆である第２の方向の第２の応力を有する第２の材料の層を堆積す
るステップと、
　（ｈ）前記ＰＥＣＶＤチャンバをプラズマパージし、堆積のために調整されるように前
記第２の材料の表面を暴露するステップと、
　（ｉ）前記ＰＥＣＶＤチャンバをガスパージしてガス汚染物質を除去するステップと、
　（ｊ）ステップ（ｂ）～（ｉ）全体を通して前記ＰＥＣＶＤチャンバ内の真空を保持す
るステップと、
　（ｋ）前記基板上に所定の数の前記第１の材料の層及び前記第２の材料の層が堆積され
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、且つ前記基板の上面が平滑となるまで、ステップ（ｂ）～（ｊ）を繰り返すステップと
を含む、方法。
【請求項１０】
　前記第１の材料の層の前記所定の数は８以上であり、前記第２の材料の層の前記所定の
数は８以上である、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記ＰＥＣＶＤチャンバの前記ガスパージは、ＮＨ３、Ｎ２及びＮ２Ｏ、それらの混合
物からなるガスのグループから選択されたパージガスに前記ＰＥＣＶＤチャンバの一部を
暴露することを含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記第１の材料はシリコンであり、前記第１のプロセスガスはシリコン含有分子を含む
、請求項９に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の材料は酸化シリコンであり、前記第１のプロセスガスはシリコン含有分子及
び酸素含有分子を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１の材料は窒化シリコンであり、前記第１のプロセスガスはシリコン含有分子及
び窒素含有分子を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１５】
　ステップ（ｃ）とステップ（ｄ）との間に前記窒化シリコンの表面処理のために、第３
のプロセスガスを第３のプラズマに活性化するステップを更に含む、請求項１４に記載の
方法。
【請求項１６】
　前記第３のプロセスガスはＮＨ３及びＮ２を含む、請求項１５に記載の方法。
【請求項１７】
　（ａ）真空状態にあるＰＥＣＶＤチャンバ内に基板を配置するステップと、
　（ｂ）第１のプロセスガスを第１のプラズマに活性化するステップと、
　（ｃ）前記第１のプラズマから前記基板上に第１の材料の層を堆積するステップと、
　（ｄ）前記ＰＥＣＶＤチャンバをプラズマパージ又はガスパージすることなく、前記第
１のプロセスガスにドーパント前駆体を添加するステップと、
　（ｅ）前記第１のプロセスガス及び前記ドーパント前駆体を第２のプラズマに活性化す
るステップと、
　（ｆ）前記第２のプラズマから前記基板上にドープされたシリコンの層を堆積するステ
ップと、
　（ｇ）ステップ（ｂ）～（ｆ）全体を通して前記ＰＥＣＶＤチャンバ内の真空を保持す
るステップと、
　（ｈ）前記基板上に所定の数の前記第１の材料の層及び第２の材料の層が堆積されるま
で、ステップ（ｂ）～（ｇ）を繰り返すステップとを含む、方法。
【請求項１８】
　前記第１の材料の層の前記所定の数は８以上であり、前記第２の材料の層の前記所定の
数は８以上である、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記第２の材料はｎ型にドープされたシリコンであり、前記ドーパント前駆体はホウ素
含有分子を含む、請求項１７に記載の方法。
【請求項２０】
　前記第２の材料はｐ型にドープされたシリコンであり、前記ドーパント前駆体はリン含
有分子を含む、請求項１７に記載の方法。
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